
k= 8,617x10^-5 (eV/K)=1,38x10^-23(J/K); h= 4,13x10^-15(eVs)=6,62x10^-34(Js); e=1,6022x10^-19(C);me= 9,109x10^-31(kg); eeee0=8,854x10^-12(C/Vm)=8,854x10^-14(C/Vcm); UT=kT/q=25,852(mV)   
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Diffusionsleitwert und Diffusionskapazität 

4. Feldeffekttransistoren 
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b Transkondukanz A V-2 

g Substratsteuerfaktor ÖV 
m Ladungsträgerbeweglichkeit  cm2 V-1 s-1 

r  Raumladungsdichte C cm-3 

s Spez. Leitfähigkeit S cm-1 

t  Lebensdauer s 

f  Potential V 

f S Oberflächenpotential V 

f B Bulk-Potential V 

qf  Austrittsarbeit eV 

qc Elektronenaffinität eV 
C Kapazität F=As/V 
D Diffuionskoeffizient cm2 s-1 
E Elektr. Feldstärke V m-1 
E Energie eV 
f(E) Fermi-Verteilungsfunktion  
FB(E) Boltzmann-Verteilungsfunktion  
G Generationsrate cm-3 s-1 
j Stromdichte A cm-2 
n Elektronenkonzentration cm-3 
N(V/C) (effektive) Zustandsdichte cm-3 
ND/A Donator-/Aksezptordichte cm-3 
p Löcherkonzentration cm-3 
Q Ladung C = As 
Q Flächenbezogene Gummelzahlen cm-2 
R Rekombinationsrate cm-3 s-1 
S Swing V 
U Nettokombinationsrate cm-3 s-1 
vp Geschw. des Wellenmax.  
   

4.2.2 Unterschwellenstrom 

I th = Drainstrom bei UG=Uth  
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5.9 Ladungsträgerkonz. am Rand der RLZ 
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